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产品名称 金蒸发镀靶材工艺 金蒸发镀靶材
沈阳东创【精益求精】

公司名称 沈阳东创贵金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区文化东路89号

联系电话 13898123309 13898123309

产品详情

但是靶材制作困难，这是因为氧化铟不容易烧结在一起。一般采用ZrO2、Bi2O3、CeO等作为烧结添加剂
，金蒸发镀靶材工艺，能够获得密度为理论值的93%~98%的靶材，这种方式形成的ITO薄膜的性能与添
加剂的关系极大。日本的科学家采用Bizo作为添加剂，Bi2O3在820Cr熔化，在l500℃的烧结温度超出部分
已经挥发，这样能够在液相烧结条件下得到比较纯的ITO靶材。而且所需要的氧化物原料也不一定是纳
米颗粒，这样可以简化前期的工序。

在储存技术方面，高密度、大容量硬盘的发展，需要大量的巨磁阻薄膜材料，金蒸发镀靶材加工，CoF~
Cu多层复合膜是如今应用广泛的巨磁阻薄膜结构。磁光盘需要的TbFeCo合金靶材还在进一步发展，用它
制造的磁光盘具有存储容量大，寿命长，可反复无接触擦写的特点。如今开发出来的磁光盘，具有TbFe
Co/Ta和TbFeCo/Al的层复合膜结构，TbFeCo/AI结构的Kerr旋转角达到58，而TbFeCofFa则可以接近0.8。
经过研究发现，低磁导率的靶材高交流局部放电电压l抗电强度。

采用连续式硫化法的情况下，不会有因切去加压成形产生的毛边或一般的挤压处理和在硫化处理槽内进
行处理时橡胶管两端翘起的部分而导致的橡胶浪费，另外能够缩短制造时间和减少人工费用，因此能够
降低辊筒的制造成本，金蒸发镀靶材回收，从这些方面考虑，金蒸发镀靶材，此方法优于间歇式硫化法
。

此外，硫化处理后，由于对每个辊筒都进行了剪切，所以基本上不会出现上述差别，这样就可缓解长度
方向的电阻值的不均匀。



金蒸发镀靶材工艺-金蒸发镀靶材-沈阳东创【精益求精】(查看)由沈阳东创贵金属材料有限公司提供。
金蒸发镀靶材工艺-金蒸发镀靶材-沈阳东创【精益求精】(查看)是沈阳东创贵金属材料有限公司今年新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵总。
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